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SmNiO3薄膜 EDLTを用いた多段階不揮発的抵抗変化の制御 

Non-volatile multistate resistance control in SmNiO3 film EDLT 
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強相関金属酸化物の電気二重層トランジスタ構造(EDLT)では、電界効果による伝導特性制御の

取り組みが盛んにおこなわれている。イオン液体(IL)ゲートでは、静電キャリアドープと電気化学

的なドープが共存する[1]。最近ニッケル酸化物 EDLT において電気化学的なドープを利用して連

続的に抵抗を変化させるシナプス型トランジスタの原理実証がされ注目を集めているが[2]、その

機構の詳細は明らかになっていない。そこで我々は SmNiO3薄膜をチャネルに用いた EDLT 構造

を作製し、印加するゲート電圧の大きさや時間、温度を変える

ことによって抵抗変化率の相関を定量的に明らかにし、抵抗値

を連続的かつ不揮発的、可逆的に,変化させることを試みた。 

SmNiO3薄膜(12.5nm)を LaAlO3(001）基板上にパルスレーザ

ー蒸着法を用いて作製し、Ar イオンミリングによりホールバ

ー構造を切り出した。ソース(S)・ドレイン(D)・ゲート(G) と

して Au/Ni 電極を作製し、セパレーターとして SiO2絶縁膜を

作製した。イオン液体（DEME-TFSI）をチャネルとゲート電

極を覆うように滴下し、EDLT構造を作製した(図 1）。 

 360 K でのゲート電圧(Vg)とその印加時間に依存した

抵抗値の変化を図 2 に示す。Vgを正(負)に印加させるこ

とでチャネルの抵抗値を増加(減少)させることができた。

例として、Vg = 2 Vの 60 sec印加で抵抗値を一桁程度上

昇させ、その状態を Vg = 0 Vで保持できる不揮発性を確

認している(図 2)。また、電圧の符号反転により可逆的な

動作を実現した。330 K でも同様の可逆、不揮発的変化

確認しているが、その抵抗の変化率が減少する傾向が見

られた。発表ではゲート電圧や温度を系統的に変化させ

たときの抵抗変化率の相関を報告し、ILを介したチャネ

ル界面での酸化・還元機構に基づきについて議論する。 
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図２ゲート電圧印加時の抵抗 
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